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Для схемы с ОБ UВХ = UЭБ , а IВХ = IЭ, поэтому 
 

ЭБ
11Б

Э

.Uh
I
′Δ

=
′Δ  

 
Так как h11Б определяется при условии, что UВХ = UК = const, то нахож-

дение его численного значения производится по одной входной характеристике 
(снятой при UК = const), на которой расположена рабочая точка транзистора А.  

В заданном варианте этому соответствует входная характеристика, снятая 
при UК2 = 450 В (рисунок 3.2). 

На линейном участке этой характеристики выбираем другую точку —     
т. В. По проекциям т. А и т. В на оси абсцисс и ординат получаем данные для 
расчета h11Б: 
 

ЭБ2 ЭБ1
11Б

Э2 Э1

1,56 1,46
0, 08333 Ом3(3600 2400) 10

.U Uh
I I

−
=−− ⋅

′ ′−
= =

′ ′−  

 
Численные значения U'ЭБ1, U'ЭБ2, ΔU'ЭБ, I'Э1, I'Э2, ΔI'Э покажем на ри-

сунке 3.2. 
Параметр h12 является коэффициентом обратной связи по напряжению и 

в общем виде определяется выражением 
 

ВХ
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ВЫХ

.Uh
U
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=
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Для схемы с ОБ UВХ = UЭБ , а UВЫХ = UК, поэтому 
 

12Б .ЭБ

К

Uh
U
′′Δ

=
′Δ  

 
Нахождение численного значения h12Б производится по двум соседним 

входным характеристикам, одной из которых принадлежит рабочая точка тран-
зистора А. 

В заданном варианте этим характеристикам соответствуют входные ха-
рактеристики, снятые при UК2 = 450 В и UК1 = 225 В (рисунок 3.2). 

Так как h12Б определяется при условии, что IВХ = IЭ = const, то найдем 
h12Б при значении  IЭ = 2400 мА, которому соответствует рабочая точка транзи-
стора А. 



32 
 

Для этого через т. А проведем прямую АС, параллельную оси напряже-
ний, до пересечения с соседней входной характеристикой (рисунок 3.2). По 
проекциям т. А и т. С на ось абсцисс находим ΔU''ЭБ. Величину ΔU'К найдем 
как разность значений UК2 и UК1 при которых сняты выбранные входные ха-
рактеристики. Таким образом, 

 

ЭБ2 ЭБ1
12Б

K2 K1

1,86 1,46
0, 001778

450 225
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−
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−
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Численные значения U''ЭБ1, U''ЭБ2, ΔU''ЭБ, UК1, UК2, ΔU'К покажем на 

рисунке 3.2. 
Величина обратная h12 есть статический коэффициент усиления по на-

пряжению 
К

12Б ЭБ

1
562,5

0,001778
1 .U

Uk
h U

=
′Δ

= = =
′′Δ  

 
Параметр h21 является статическим коэффициентом усиления по току и 

в общем виде определяется выражением 
 

ВЫХ
21
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Для схемы с ОБ IВХ = IЭ , а IВЫХ = IК, поэтому 
 

21Б
Э

' .
"
KIh

I
Δ

=
Δ  

 
Нахождение численного значения h21Б производится по двум соседним 

выходным характеристикам, одной из которых принадлежит рабочая точка 
транзистора А. 

В заданном варианте этим характеристикам соответствуют выходные ха-
рактеристики, снятые при IЭ2 = 2400 мА и IК3 = 3600 мА (рисунок 3.3). 

Так как h21Б определяется при условии, что UВЫХ = UК = const, то най-
дем h21Б при значении UК = 450 В, которому соответствует рабочая точка тран-
зистора А. 

Для этого через т. А проведем прямую АD, параллельную оси токов, до 
пересечения с соседней выходной характеристикой (рисунок 3.3). По проекци-
ям т. А и т. D на ось ординат находим ΔI'K. Величину ΔI''Э найдем как разность 
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значений IЭ3 и IЭ2 при которых сняты эти выходные характеристики. Таким об-
разом, 

K2 K1
21Б

Э3 Э2

3440 2260
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3600 2400
' ' .I Ih
I I

−
=

−
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−  

 
Численные значения I'K1, I'K2, ΔI'K, IЭ2, IЭ3, ΔI''Э покажем на рисунке 

3.3. 
Параметр h22 является выходной проводимостью и в общем виде опре-

деляется выражением 
ВЫХ
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Для схемы с ОБ UВЫХ = UК , а IВЫХ = IК, поэтому 
 

K
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U
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Так как h22Б определяется при условии, что IВХ = IЭ = const, то нахожде-

ние его численного значения производится по одной выходной характеристике 
(снятой при IЭ = const), на которой расположена рабочая точка транзистора А.  

В заданном варианте этому соответствует выходная характеристика, сня-
тая при IЭ = 2400 В (рисунок 3.3). 

На линейном участке этой характеристики выбираем другую точку — т. 
Е. По проекциям т. А и т. Е на оси абсцисс и ординат получаем данные для 
расчета h22Б: 
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Численные значения I''K1, I''K2, ΔI'K, U''K1, U''K2, ΔU'K покажем на ри-

сунке 3.3. 
Обратная величина h22 есть выходное сопротивление 
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1
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Определим также статический коэффициент усиления по мощности, ко-
торый равен 
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21Б
12Б

562, 5 0, 9833 553,1.
1

P U Ik k k h
h

⋅ == ⋅ = ⋅ =  

 
Окончательные результаты расчетов h-параметров биполярного транзи-

стора сведем в таблицу 3.1. 
 

Таблица 3.1 — Результаты расчета h-параметров биполярного транзистора 
Параметр Расчет Значение 

h11Б = RВХ 

1,56 1,46
3(3600 2400) 10

−
−− ⋅  0, 08333 Ом  

h12Б  
1,86 1,46
450 225

−
−  0, 001778  

12Б

1
Uk

h
=

 
1

0,001778  562,5  

h21Б = kI 
3440 2260
3600 2400

−
−  0, 9833  

h22Б = GВЫХ 

3(2260 2040) 10
450 112,5

−− ⋅
−  0, 0006519 См  

ВЫХ
22Б

1 R
h

=  
1

0,0006519  1534 Ом  

21Б

12Б
U I P

h k k k
h

= ⋅ =  562,5 0,9833⋅  553,1  

 
3.3 Оформление результатов расчетов 
 
Отчет по решению данной задачи минимально должен состоять из сле-

дующих разделов, которые необходимо располагать на отдельных страницах. 
1. Титульный лист. 
2. Рисунок 1 — Входные статические характеристики (аналогичный рисунку 

3.2). 
3. Рисунок 2 — Выходные статические характеристики (аналогичный рисунку 

3.3). 
4. Рисунок 3 — Схема с ОБ для снятия статических характеристик транзистора 

(аналогичный рисунку 3.4). 
5. Таблица 1 — Результаты расчета h-параметров (аналогичная таблице 3.1). 
6. Выводы и предложения. 
  


